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Метою роботи є дослідження застосування плівок нітриду кремнію в 

сучасних процесах виготовлення елементів пам’яті та знаходження 

оптимальної структури елементу в умовах зменшення розмірів інтегральних 

мікросхем.  

У першому розділі розглянуто види напівпровідникової пам’яті.  

У розділі 2 розглянуто структуру елементів пам’яті з нижнім 

захопленням заряду. 

У розділі 3 виконано детальний опис процесу виготовлення елементів 

пам’яті з нижнім захоплзенням заряду. 

В розділі 4 розглянуто основні характеристики, властивості та 

показники роботи виготовлених елементів пам’яті з нижнім захопленням та 

їх порівняння з елементами пам’яті з верхнім захопленням заряду.  

П’ятий розділ присвячено розгляду показників мобільності електронів 

в приладах з нижнім захопленням заряду. 

Шостий розділ описує стартап проект на основі виконаних досліджень. 

Робота виконана згідно вимог нормативних документів НТУУ «КПІ» та 

чинних державних стандартів. 

Ключові слова: Ключові слова: Si3N4, елементи пам’яті, інтегральні 

схеми. 
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The aim is to study the application of silicon nitride films in current 

processes of fabrication of memory devices and to find optimal structure of device 

in terms of integrated circuits size reduction. 

The first section deals with types of semiconductor memory. 

Chapter 2 reviews structure of memory device with back-side charge 

trapping. 

Chapter 3 completed a detailed description of fabrication process of back-

side charge trapping devices. 

Chapter 4 deals with the main characteristics and properties of the memory 

devices with back-side charge trapping and their comparison with memory devices 

with front-side charge trapping. 

The fifth section is devoted to describe electron mobility in memory devices 

with back-side charge trapping. 

The sixth section describes startup project based on the studies shown in this 

work. 

Work carried out in accordance with regulations of NTUU "KPI" and applicable 
state standards. 

Key words: Si3N4, memory elements, integrated circuits. 
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